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【はじめに】n 型ダイヤモンドが唯一実現可能な P ドーピングでは、P が大きく反応ガス起因の H

や未結合手 DB を伴い、歪を生じる。移動度も電子であるにも関わらず B のホール移動度より著

しく低く、ドナー準位が複数存在するという報告もあり、高濃度化も未達であるなど、課題の多

い難しいドーピングである[1]。すっきりと格子位置に置換してくれない P の局所構造について

ESR[2]、XPS[3]による分析から、対称性は崩れていることがわかっている。 

【実験及び結果】本報告では、マイクロ波 CVD により(111)及び(001)基板上に各々3×1020cm-3 , 

3×1019cm-3
ドープした n 型ダイヤモンド膜（約 2μm）の P の K 端に関して、Spring8 の BL27SU

を用いて XAFS 測定を行い、局所構造を推定した。図１に K 核の XANE スペクトルとシミュレ

ーション結果を示す。(111)のスペクトルから、強い主ピークが 2147eV に観測され、その他

2150,5157,2165eV のブロードピークが観測された。(001)も低濃度で S/N 比は悪いが、ほぼ同様の

ピークが見られる。シミュレーションとの対比で、主ピークは Interstitial 位置、2150eV は

Substitutional 位置と推定された。なお、併せて実施した EXAFS によるスペクトルとシミュレー

ション対比により、同様に Interstitial と Substitutional 位置の両方が存在していることが推定され

るデータが得られた。今後、P ドープ量、面方位依存性、合成手法の違いなどの試料を調査する

ことで、P を格子位置に誘導する方法を探っていきたい。 
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図１. (111)及び(001)ダイヤモンドへ高濃度 P ドープしたｎ型層の K 核の XANE スペクトル 

とシミュレーション結果 
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